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【緒言】[Ca24Al28O64]
4+(e)4 (C12A7:e) は電子が特定の結晶サイトを占有し、アニオンとして機

能（アニオン電子）する化合物である 1。約 2.4 eV 2という金属カリウムに匹敵する低い仕事関数

を持ちながら化学的に安定であり、金属的な電気特性を示すというユニークな特徴を持っている。

エネルギー障壁の低さ及び、化学的安定性の観点から、我々は C12A7:eが有機 LED の電子注入層

として、既存の材料よりも有利であることを報告している 3。この応用には C12A7:eの薄膜が必須

であるが、その作製には 1000 ℃以上の高温を必要とすることがプロセス上の問題となっていた。

ところが最近になって、我々はアモルファス状の C12A7:e (a-C12A7:e) が結晶と同等の約 1021 cm3

のアニオン電子を含有することを見出し 4、更に a-C12A7:eはスパッタ法により薄膜が室温で堆積

可能なこと、及びこの a-C12A7:e薄膜は約 3 eV の仕事関数を持ち、結晶と同様に有機 LED の電子

注入層として優れた特性を示すことを見出した 5, 6。一方で a-C12A7:eは膜厚や、堆積させる基板

の種類等、成長条件により電子注入特性が変化することが示唆された。そこで本研究は電子構造

を明らかにすることで a-C12A7:eの電子注入特性を向上させる指針を得ることを目的とした。 

【実験】RF スパッタにより作製した a-C12A7:e薄膜の真空準位、価電子帯上端、フェルミ準位

を He 放電管による紫外光光電子分光により評価した。フェルミ準位は薄膜上に装置と短絡しない

ように堆積した金のフェルミ端により決定した。 

【結果】a-C12A7:e薄膜の真空準位と価電子帯上端のエネルギー差（イオン化ポテンシャル）は

約 8 eV と測定された。この値は結晶の C12A7:eの値と良く一致している。一方でフェルミ準位は

薄膜を堆積させる金属基板の種類によって変化するという結果が得られた。イオン化ポテンシャ

ルは基板の種類によらず一定であったことから、このことは基板を変えることで a-C12A7:eの仕事

関数は、ある程度の範囲で調節できることを意味している。 
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